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１．概要（Summary） 

UV 硬化樹脂を用いたナノインプリント基板は、その樹

脂組成により、残渣ドライプロセスが重要である。本研究

では、各種特徴ある UV 硬化樹脂を選定し、反応性イオ

ンエッチング装置を用いて、狙った形成構造が効率的よく

作製可能か比較検討した。その結果、約 20 秒程度で

100 nmアッシングできる樹脂を選定し、残渣を取り除くこ

とを可能とした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】   

反応性イオンエッチング装置 (RIE) 

 

【実験方法】 

ガラス基板上にパターン500 nm、 ピッチ1 m、深さ

1 m のホールパターンをナノインプリントにて樹脂形成

し、ガラス基板とホールの間における樹脂残渣を反応性イ

オンエッチング装置にて、導電性ガラス基板に対して垂

直方向に効率よく、残渣処理が可能でかつ、それに適し

た樹脂であるかを検討した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1左図に導電性ガラス基板■25 mm 厚さ1 mm、

それに適したナノインプリント条件を試行し得られたもの

を示す。導電性ガラス基板上には、上述したナノインプリ

ントパターンが施工されている。 本樹脂のナノインプリン

トのホールパターンは、ガラス基板へは貫通せず、数十

から数百ナノの残渣があり、等方アッシングにて崩れ落ち

やすいことがこれまでの研究開発でわかっている。そこで

今回は、異方性アッシングにて、その残渣を効率よく取り

のぞき、またその材料がナノインプリントに適した開発樹

脂であるかの比較・検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (Left:A) Nano-inprinted structure on the 
conductive glass plate. (Right:B) SEM image for 
the after treatment by Reactive Ion Etching. In 
here, we notice that the resin residue does not 
remain and the hole pattern is observed clearly. 

 

Fig. 1 右図に残渣処理後の SEM像を示す。 ここで

残渣処理は、最適値であった 酸素 30 sccm,100 W 10 

Pa 20 秒の場合である。 処理前は、樹脂残渣で SEM

画像がチャージアップし、容易に観察できなかった。一方、

残渣処理後は、導電性が担保されたため Fig. 1 右図に

示すように狙い通りパターンが観察できた。  

本研究により、従来よりも効率よくナノインプリント樹脂

と残渣処理ができるプロセスを確立することができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は、産業技術総合研究所 太陽光発電研究セ

ンター 佐山首席研究員との共同研究の成果であり、

ご指導に感謝いたします。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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